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[諸言] 

近年、電気磁気効果を示す材料の探索が精力的に行われている。この効果を示す材料は、磁場

によって誘電分極を制御し、電場によって磁化を制御できる特徴を有し、応用面から新規メモリ

ー材料、新規光学素子の可能性が検討されている。 

本研究で対象とする RFe2O4（R：Ho~Lu）も電気磁気効果を示す物質であると考えられている。

最近の研究で、鉄イオンが自発分極（誘電分極）の起源になることが示唆されている。鉄の混合

原子価は 2.5価で表現されるが、実際は結晶中に 2価、3価の鉄イオンが同数存在する。三角格子

がｃ軸方向に沿って二層形成されており、鉄イオンはこの二層の三角格子上に配置されている。

一層目の三角格子に 2 価、3 価、3 価で鉄イオンが配置した場合、二層目は 3 価、2価、2 価で配

置される。面間で電荷密度の分布が異なるため、ｃ軸方向に自発分極が存在すると考えられてい

る。しかしながら、この系は還元域に安定な相を持っているため、還元雰囲気下で結晶成長を行

うことになり、成長後の結晶には酸素欠陥が含まれているので、絶縁性が低く、電場に対する分

極の変化（ヒステリシスループ）を測定することは困難である。このようなことが背景にあり、

この系の圧電性や強誘電性を検証する必要がある。本研究では、走査型プローブ顕微鏡を用いて

微小領域の圧電性の有無を検証した。 

[実験方法] 

フローティングゾーン法で成長させた TmFe2O4-δ（δは酸素欠陥量を示す）単結晶を使用し、

室温下でｃ軸に平行にカンチレバーを接触させて、コンタクトモード（島津製作所製 SPM9700）

で圧電性の有無を測定した。 

 [実験結果] 

Fig.1に、試料に印加した電場と変位の

関係を示す。変位は電場に比例して変化

している。この結果から、この結晶に圧

電性があることが明らかとなった。講演

では電場印加によるドメインの挙動につ

いても報告する予定である。 

                     Fig.1 TmFe2O4-δにおける変位の電場依存性 
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